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微細 MOSFETにおける平面パターンが耐圧に及ぼす影響について、３次元プロセス－デバイス

シミュレータ Advance/T-CAD を用いて検討した。 

図 1 に３次元プロセスシミュレータによって作成した微細 MOSFET構造を示している。ゲート

長を 200nmとした。図 2には、Si基板上面から見たチャネル形状の様子を示している。図 2(a)台

形チャネルは左側のゲート幅が 100nm、右側が 200nm である。(a)台形チャネルについては、(a1)

左側電極がソース、右側電極がドレイン、および、(a2)左側電極がドレイン、右側電極がソースの

２モデルについて検討した。また、(b)長方チャネルは、ゲート幅が 150nm の一様な形状とした。

ソース・ドレイン領域は、３次元プロセスシミュレータのイオン注入によって形成し、基板濃度

は 10
17

[cm
-3

]一定とした。 

図 3 に Id-Vd特性を示す。耐圧計算の結果では、(a2)の場合が最も低い耐圧を示した。これは、

ドレイン端のゲート幅が狭くなるほど電界集中が起きやすくなり、インパクトイオン化によるア

バランシェ降伏が生じ、基板から流入する正孔電流が増加するためである。 
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図 1：解析立体モデル 
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図 2：Si基板上面パターン図 (a)台形チャネル、(b)長方チャネル 
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図 3：Id-Vd特性 
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